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Vyndlez se tyk4 zplisobu vyroby heterogennfho ohmického pfechodu InGaAs - GaAs za
pouzit{ laseru.

V soutasné dob& se gradované heteropfechody na GaAs pfipravuji{ metodou molekulové
svazkové epitaxe a iontové implantace s dosaZenym specifickym kontaktnim odporem ¥4du
10“?11/cm=. Oba pouZivané vySe popsané zplsoby pfipravy gradovaného heteropfechodu jsou
ekonomicky a Easov& velmi nérodné a jsou std3%f pouZitelné pro primyslové aplikace. P¥i
zhotoveni gradovaného p¥echodu metodou implantace je nutné pouZivat vysokych dévek pfi-
mési, tj. ddvky vét3{f ne¥ 1017 cm—z, coZ p¥indSi Fadu nevyhod, zejména silné radiadni
poSkozeni exponovaného materidlu.

Uvedené nevyhody odstrafiuje zpisob v§roby heterogenniho ohmického p¥echodu InGaAs ~
GaAs podle vyndlezu, jeho? podstata spodiv4 v tom, e se na desku z arzenidu galitého
GaAs nanese vrstva india In a potom se rozhranf arzenid gality - indium 0z4%{ ze strany
GaAs po dobu 0,1 aZ 10 sec. laserem, jehoZ vlnovd délka je v&t3{ ne? absorp®ni hrana Gaas
a vykon 1 a%Z 50 W.

Hlavni vyhody zplisobu p¥ipravy ohmickych kontaktd podle vyndlezu spo&ivajfi v tom, Ze
fokusovand stopa laseru umoZfiuje ohfev malé plochy kontaktu se zanedbatelnym ohfevem bliz-
kého okolf. Tim se zabrdni tepelnému namé&héni jiZ existujfcich struktur na polovodi&fch.
Ddle volbou vhodné vlnové délky laserového svitla leffcf za absorp&ni hranou polovodide
lze oz4fit plochu kontaktu ze zadni strany desky. ProtoZe je z4feni absorbovdno na rozhra-
ni kovu s polovodi&em, eliminuje se problém smiivosti pfi pfiprav® ohmického kontaktu
a neni nutno vytvé¥et dal${ mezivrstvy. ZlepS{ se i morfologie struktury kontaktu, coZ m4
za ndsledek zmenSeni hodnot specifickych kontaktnich odport.

Vyndlez je bliZe objasnén na p#fkladu konkrétniho provedeni.

Na desku z arzenidu galitého GaAs s donorovou vodivosti byla nanesena vrstva india
In o v¥Sce 600 nm. Po absorpci svitla ittrium-aluminium~grandtového laseru o vlnové délce
1,06 nm a vykonu max. 40 W po dobu 1 sec. byla na rozhranf india In a arzenidu galitého
GaAs naméfena teplota 350 “C. Timto zplsobem pfipraveny ohmicky kontakt m4 maximdlnd spe~
cificky kontaktni odpor 107’
1ého polovodife a stejném uspofddéni byl ngméien kontaktn{ odpor #4dove 107 ohm.cm?,
ohm.cm2,

ohm.cm?. Pro porovndni, standardnim zpisobem, pfi ohfevu ce~

s pouZitim platinové mezivrstvy F4dovd 10~

Zpisob podle vyndlezu lze vyuifit v polovodiSové technice.

PREDMET VYNALEGZU

%plsob vyroby heterogenniho ohmického pfechodu InGaAs - GaAs za pouZitf laseru, vyznacu-~
jici se tim, %e se na desku z arzenidu galitého GaAs nanese vrstva india In a potom se
rozhrani arzenid gality - indium o0z&¥{ ze strany GaAs po dobu 0,1 aZ 10 sec. laserem o
vykonu 1 aZ 50 W a vinové délce v&t3{ nef je absorpéni hrana Gaas.



	BIBLIOGRAPHY
	CLAIMS

